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(57) Abstract: In order to improve a texturing process of silicon wafers (17) for producing solar cells, in particular to accelerate
and to increase the density of the pyramid structure, an additive is added to the alkaline treatment liquid, as well as at least one
water-soluble hydroxy compound from the group comprising hydroxycarbonyles, hydroxy aromates, alicyclic hydroxy compounds,
aliphatic polyhydroxy compounds and aliphatic-aromatic hydroxy compounds, preferably sorbitol. The additive proportion can only

be a few percent.

& (57) Zusammenfassung: Um einen Texturierungsprozess von Siliziumwafern (17) fiir die Herstellung von Solarzellen zu verbes-
sern, insbesondere zu beschleunigen und eine erhdhte Pyramidendichte zu erreichen, wird einer alkalischen Behandlungsfliissigkeit
als Zusatz mindestens eine wasserldsliche Hydroxyverbindung aus der Gruppe mit Hydroxycarbonylen, Hydroxyaroma- ten, ali-
cyclischen Hydroxyverbindungen, aliphatischen Polyhydroxyverbindungen sowie aliphatisch-aromatischen Hydroxyverbindungen
beigemischt, vorteilhaft Sorbitol. Der Anteil an dem Zusatz kann wenige Prozent betragen.
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Beschreibung

Verfahren zur Behandlung von Siliziumwafern, Behandlungsflussigkeit

und Siliziumwafer

Anwendungsgebiet und Stand der Technik

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Behandlung von Siliziumwafern,
wie sie insbesondere fur die Herstellung von Solarzellen verwendet wer-
den, wobei eine Behandlungsfliissigkeit auf die Oberflache der Silizium-
wafer aufgebracht wird. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine ent-
sprechende Behandlungsflissigkeit sowie Siliziumwafer, die mit einem
solchen Verfahren hergestellt worden sind oder mit einer solchen Be-
handlungsflissigkeit behandelt worden sind.

Bekannt ist es, derartige Siliziumwafer in monokristalliner Form mit Kali

umhydroxid zur Texturierung der Oberflache zu behandeln, wobei als
Atzinhibitor Isopropanol (IPA) verwendet wird. Bei einer solchen Textu-
rierung bekommt die Oberfldche eine pyramidenartige Struktur, die der
kristallinen Struktur des Siliziumwafer entépricht. Je mehr pyramidenar-
tige Vorsprunge entstehen, desto besser und gréRRer wird die Lichtein-
kopplung in den Siliziumwafer und somit die Energieausbeute einer da-
mit hergestellten Solarzelle.

Aufgabe und Lésung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein eingangs genanntes Ver-
fahren, eine entsprechende Behandlungsflissigkeit sowie einen damit
behandelten Siliziumwafer zu schaffen, mit denen Probleme des Stan-
des der Technik vermieden werden kénnen und insbesondere eine noch
bessere Texturierung als mit beispielsweise Isopropanol als Atzinhibitor

erreicht werden kann.
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Gel6st wird diese Aufgabe durch ein Verfahren mit den Merkmalen des
Anspruchs 1, eine Behandlungsflissigkeit mit den Merkmalen des An-
spruchs 17 sowie einen Siliziumwafer mit den Merkmalen des An-
spruchs 19. Vorteilhafte sowie bevorzugte Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind Gegenstand der weiteren Anspriiche. Manche der nachfol-
gend aufgezahlten Merkmale werden nur im Zusammenhang mit dem
Verfahren oder der Behandlungsfliussigkeit beschrieben, sie sollen je-
doch unabhéangig davon fur beides sowie fiir den Siliziumwafer gelten.
Der Wortlaut der Anspriiche wird durch ausdrickliche Bezugnahme zum
Inhalt der Beschreibung gemacht. Des weiteren wird der Wortlaut der
Prioritdtsanmeldung DE 102007026081.6 vom 25. Mai 2007 derselben
Anmelderin durch ausdriickliche Bezugnahme zum Inhait der vorliegen-
den Beschreibung gemacht.

Erfindungsgemal ist vorgesehen, dass die Behandlungsflissigkeit als

Atzinhibitor einen Zusatz aufweist, der mindestens eine wasserlésliche
Hydroxyverbindung aus der Gruppe mit Hydroxycarbonylen, Hydroxya-
romaten, alicyclischen Hydroxyverbindungen, aliphatischen Polyhydro-
xyverbindungen sowie aliphatisch-aromatischen Hydroxyverbindungen

umfasst.

Mittels dieses Zusatzes, eben als Atzinhibitor, kann eine Atzrate der Be-
handlungsfliissigkeit an den Siliziumwafern gesteigert und/oder mode-
riert werden und Isopropanol als Atzinhibitorzusatz ersetzt werden. Des
Weiteren kann eine Mikromaskierung der Oberflache erfolgen, wodurch
sich die Atzinitialisierung an der Oberfliche der Siliziumwafer zur Seite
stéarker ausbreitet und auch eine Erhéhung in der Dichte der vorgenann-
ten pyramidenartigen Vorspriinge erzielt wird. In einfachen Worten kann
also mit der Erfindung in vorteilhafter Ausgestaltung ein schnelleres und
effizienteres Atzen der Siliziumwafer mit besserem Atzergebnis hinsicht-

lich der Texturierung erreicht werden.
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Die Behandlungsfliissigkeit weist als Atzmittel insbesondere Kalium-
hydroxid auf. Vorzugsweise handelt es sich bei der Behandlungsflissig-
keit um eine wéassrige Losung, welche in besonders bevorzugten Aus-
fuhrungsformen vollsténdig frei von organischen Monohydroxyaliphaten ,

insbesondere solchen mit 1 bis 6, vorzugsweise 1 bis 3, C-Atomen, ist.

- Bei den oben genannten Hydroxycarbonylen handelt es sich vorzugs-
weise um Hydroxyaldehyde oder Hydroxyketone. Geeignet sind u.a.
Monohydroxyaldehyde und/oder —ketone.

In Weiterbildung weisen erfindungsgemaf einsetzbare Hydroxycarbony-
le bevorzugt zwei oder mehr Hydroxygruppen auf. Besonders bevorzugt
werden Polyhydroxyaldehyde, insbesondere Aldosen, oder Polyhydro-
xyketone, insbesondere Ketosen, eingesetzt.

Zu den bekanntesten Vertretern der Polyhydroxyaldehyde und Poly-
hydroxyketone zahlen Glucose und Fructose, welche erfindungsgeman
sehr gut einsetzbar sind.

Aldosen und Ketosen kénnen entweder aliphatisch oder in zyklischer
Halbacetalform auftreten. in cyclischer Halbacetalform reprasentieren
sie die Gruppe der Monosaccharide, aus denen Oligosaccharide sowie
Polysaccharide aufgebaut werden kénnen, die ebenfalls eine Atzinhibi-
torfunktion im Rahmen eines anisotropen Texturprozesses bzw. Atzpro-
zesses aufweisen kdnnen. Unter den erfindungsgeman geeigneten Po-

lysacchariden ist insbesondere Cellulose hervorzuheben.

Bei den Hydroxyaromaten handelt es sich insbesondere um Aromaten
mit einem bis vier Benzolkernen. Erfindungsgemaf kénnen sowohl line-
ar als auch angular annellierte mehrkernige Aromaten bevorzugt sein.
Unter den mehrkernigen Hydroxyaromaten seien hier insbesondere
Hydroxyderivate des Naphthalins, des Anthracens und des Phenan-
threns erwéahnt.
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Vorzugsweise handelt es sich im Rahmen der vorliegenden Erfindung
bei den Hydroxyaromaten um Phenole, insbesondere um Hydroxyben-
zolverbindungen mit nur einer OH-Gruppe. Allerdings kénnen auch
Hydroxyaromaten mit zwei oder mehr OH-Gruppen, insbesondere mit 2
oder 3 OH-Gruppen, bevorzugt sein. Gut geeignet sind insbesondere
Resorcine, Brenzcatechine, Hydrochinone, Phloroglucine und Pyrogallo-
le.

In einigen bevorzugten Ausfiithrungsformen weisen die Hydroxyaroma-
ten neben der mindestens einen OH-Gruppe einen oder mehrere von
OH verschiedene Substituenten auf. Als solche kénnen die Hydroxya-
romaten insbesondere Alkyl-, Cycloalkyl-, Alkenyl- und auch Arylsubsti-
tuenten aufweisen. Besonders bevorzugt sind Alkylsubstituenten mit 1
bis 10 C-Atomen. Die Alkylsubstituenten kénnen sowohl linear als auch
verzweigt vorliegen. Gegebenenfalls weisen die von OH verschiedenen
Substituenten selbst eine oder mehrere weitere OH-Gruppen auf.

Bei den alicyclischen Hydroxyverbindungen handelt es sich vorzugswei-
se um Polyhydroxyverbindungen.

Bei den aliphatischen Polyhydroxyverbindungen handeit es sich insbe-
sondere um Verbindungen mit 2 bis 6 Hydroxy-Gruppen. Besonders be-
vorzugt sind als aliphatische Polyhydroxyverbindungen reduzierte Mono-
Oligo- oder Polysaccharide. Sehr gut einsetzbar sind insbesondere re-
duzierte Polyhydroxycarbonyle, unter denen insbesondere die Klasse
der Alditole hervorzuheben ist.

In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform des erfindungsgema-
Ren Verfahrens wird als aliphatische Polyhydroxyverbindung Sorbitol
eingesetzt. Sorbitol ist ein Alditol mit der Summenformel CgH140s und
wird oft auch als n-Hexan-Hexol bezeichnet. Es weist eine sehr gute

Loslichkeit in Wasser auf und ist sehr kostengliinstig. Sorbitol kann so-
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wohl linksdrehend als L-Form als auch rechtsdrehend als R-Form auftre-
ten Dies dndert das Adsorptionsverhalten an der Oberflache der Silizi-

umwafer und verbessert somit das Atzverhalten.

Zur Durchfuihrung des Verfahrens kann die Menge an Zusatz in der Be-
handlungsflissigkeit zwischen 1% und 15% liegen. Vorteilhaft wird zwi-
schen 5% und 10% an Zusatz zu der Behandlungsflissigkeit zugege-
ben.

Vorteilhaft wird das Verfahren mit einer Erwarmung der Behandlungs-
flussigkeit durchgefiihrt. Vorteilhaft kann sie auf eine Temperatur zwi-
schen 60 C und 95°C aufgewarmt werden, besonders vorteilhaft auf et-
wa 90°C. Auch dadurch wird der Atzprozess verbessert und beschleu-
nigt.

Wahrend ein solches Verfahren mit bekannten Behandlungsflussigkeiten
beispielsweise 30 bis 40 Minuten gedauert hat, kann nun ein ausrei-
chend gutes Ergebnis erzielt werden mit Behandlungsdauern zwischen
3 Minuten und 15 Minuten. Vorteilhaft dauert eine Behandlung zwischen
5 Minuten und 10 Minuten, wobei auch dann eine ausreichende Textu-
rierung erfolgt, insbesondere vergleichbar wie im Stand der Technik.

Zumindest bei Siliziumwafern fur Solarzellen, die fur einseitigen Lichtein-
fall ausgebildet sind, reicht es, eine Seite zu texturieren. Diese Seite
wird dann mit Behandlungsflissigkeit vollstandig benetzt, beispielsweise
bespriiht oder getaucht, vorteilhaft mit der zu behandelnden Seite nach
oben. Es ist auch méglich, beide Seiten eines Siliziumwafers zu texturie-
ren, entweder auf vorgenannte Art und Weise oder durch volistandiges
Tauchens des gesamten Siliziumwafer in ein Bad mit der Behandlungs-
flussigkeit.

Um das Atzverfahren sowohl zu beschleunigen als auch um ein besse-
res Resultat zu erzielen, kann vorgesehen sein, die Behandlungsflussig-
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keit an der Oberflache des Siliziumwafers relativ schnell zu erneuern
bzw. zu tauschen oder umzuwalzen. Dazu kann ein gezieltes Anstrémen
mit Behandlungsflissigkeit erfolgen, beispielsweise als turbulentes An-
stromen oder durch sogenanntes Schwallen. Dies kann durch spezielle
Dusen oder sogenannte Schwalleinrichtungen mit Schlitzen odgl. in der
Nahe der Oberflache der Siliziumwafer erfolgen, auch in einem Vollbad,
oder allgemein durch Bewegen der Behandlungsflissigkeit, beispiels-
weise durch Ruhren odgl..

Vorteilhaft ist bei einem erfindungsgemalen Verfahren vorgesehen,
dass die Siliziumwafer dabei horizontal ausgerichtet sind bei der Be-
handlung mit der vorbeschriebenen Behandlungsflissigkeit, vorzugs-
weise in einem Durchlaufverfahren. Ein derartiges Horizontalverfahren,
insbesondere als Durchlaufverfahren, bietet gegentiber den bekannten
vertikalen Tauchverfahren mit derartiger Behandlungsflissigkeit mit tak-
tender Arbeitsweise gro3e Vorteile, namlich einen besseren Austausch
der Behandlungsflussigkeit an der Waferoberflache durch die horizonta-
le Lage sowie ein schnelleres Behandeln durch die Mdglichkeit des
Durchlaufverfahrens.

Diese und weitere Merkmale gehen auller aus den Ansprichen auch
aus der Beschreibung und den Zeichnungen hervor, wobei die einzelnen
Merkmale jeweils fur sich allein oder zu mehreren in Form von Unter-
kombination bei einer Ausfihrungsform der Erfindung und auf anderen
Gebieten verwirklicht sein und vorteilhafte sowie fiir sich schutzfahige
Ausfuhrungen darstellen kénnen, fur die hier Schutz beansprucht wird.
Die Unterteilung der Anmeldung in einzelne Abschnitte sowie Zwischen-
Uberschriften beschrénken die unter diesen gemachten Aussagen nicht
in ihrer Allgemeingultigkeit.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen
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Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen schema-
tisch dargestellt und werden im Folgenden naher erlautert. In den Zeich-
nungen zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer Texturierung eines Siliziumwafers
an seiner Unterseite durch Besprihen mit einer erfindungs-
geméaflen Behandlungsflussigkeit und

Fig. 2 eine Abwandlung der Texturierung aus Fig. 1 mit in Behand-
lungsflissigkeit getauchtem Siliziumwafer samt turbulenter
Anstrémung.

Detaillierte Beschreibung der Ausfiihrungsbeispiele

In Fig. 1 ist eine Behandlungseinrichtung 11 dargestellt mit Transportrol-
len 12, die eine Transportbahn bilden, die oberhalb einer nicht darge-
stellten Aufnahmewanne fur die Behandlungsflissigkeit verlauft. Auf den
Transportrollen 12 wird ein Siliziumwafer 17 entlang der Transportbahn
transportiert mit Transportrichtung nach rechts, wie der Pfeil
veranschaulicht. Seine Riickseite 18 weist dabei nach unten bzw. liegt
auf den Transportrollen 12 auf und die zu behandelnde Vorderseite 19
liegt oben. Der Siliziumwafer 17 kann unter Umstanden jedoch auch mit
der Vorderseite 19 nach unten transportiert und behandelt werden.

Duseneinrichtungen 20 sind Gber den Transportrollen 12 und somit auch
Uber den Siliziumwafern 17 vorgesehen. Sie erzeugen jeweils einen
Flussigkeitsschleier 16 aus Behandlungsflissigkeit, die so an die Vor-
derseiten 19 der Siliziumwafer 17 gebracht wird. Dort bewirkt die Be-
handlungsflissigkeit 15 eine eingangs genannte Texturierung der Vor-
derseite 19 des Siliziumwafers 17. Dieser alkalische Texturierungspro-
zess von monokristallinen Wafern ist, wie zuvor erlautert worden, bisher
nur mit vertikaler Position des Wafers bekannt, und zwar in Tauchver-
fahren und nicht in Durchlaufverfahren. Weitere Duseneinrichtungen 20°,
die gestrichelt dargestelit sind, kénnen unter den Transportrollen 12 und
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somit auch unter den Siliziumwafern 17 vorgesehen sein. Sie ragen
nach oben und kénnen jeweils einen Flussigkeitsschleier 16" aus Be-
handlungsflussigkeit erzeugen, um damit ggfs. die Ruckseite 18 zu tex-

turieren.

Durch die neue erfindungsgemalle Zusammensetzung der Behand-
lungsflissigkeit, die beispielsweise zwischen 5% und 10% Sorbitol auf-
weist, wobei der Gberwiegende Teil aus Kaliumhydroxid besteht, erfolgt
die Texturierung besonders gut und besonders schneli.

Eine alternative Behandlungseinrichtung 111 ist in der Fig. 2 dargestelit.
Hier sind wiederum Transportrollen 112 vorgesehen, die eine Transport-
bahn bilden, auf der ein Siliziumwafer 117 mit einer Vorderseite 119
nach oben transportiert wird. Der Siliziumwafer 117 kann unter Umstéan-
den jedoch auch mit der Vorderseite 119 nach unten transportiert und
behandelt werden. Im Unterschied zu Fig. 2 verlauft hier die Transport-
bahn und somit der Siliziumwafer 117 getaucht in einem Bad 114 mit
Behandlungsflissigkeit 115. So wird sowohl die Vorderseite 119 als
auch eine Ruckseite 118 texturiert.

Der Siliziumwafer 117 in Fig. 2 befindet sich bereits in dem Bad 114
bzw. der Behandlungsflissigkeit 115. Bei dem Transport durch das Bad
hindurch erfolgt auch ein gewisser Austausch von Behandlungsflissig-
keit an der Vorderseite 119 und der Rickseite 118, welcher die Texturie-
rung ginstig beeinflusst. Zur weiteren Verbesserung einer Anstrémung
der Seiten 118 und 119 mit Behandlungsflissigkeit 115 sind Diisenein-
richtungen 120 Uber dem Siliziumwafer 117 und weitere Diiseneinrich-
tungen 120" darunter vorgesehen. Diese stromen Behandlungsflissig-
keit 115 mit Druck aus und zwar vorzugsweise schrag gegen die Seiten
118 und 119 als turbulente Anstrémung 116 und 116°, wie dies durch
die Striche dargestelit ist. Dies wird auch als Schwalleinrichtung be-
zeichnet. Somit entspricht dieser Strom von Behandlungsflussigkeit 115
in etwa dem Flussigkeitsschleier 16 gemaf Fig. 1 und bewirkt ein noch
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turbulenteres Anstrémen der Seite der Siliziumwafer, insbesondere mit
verstédrktem Austausch von Behandiungsflussigkeit am Siliziumwafer
117. So kénnen entstehende Gasblasen an der Oberflache des Silizi-
umwafers 117 abgeldst und entfernt werden, so dass stets an jede Stel-
le der Seite 118 und 119 Behandlungsflissigkeit 115 gelangt.

Aus den Fig. 1 und 2 kann auch gut enthommen werden, wie hier die Si-
liziumwafer im Horizontaldurchlaufverfahren behandelt werden bzw. mit
der Behandlungsflissigkeit mit alkalischem Zusatz beaufschlagt werden.
Ob dies mit Bespriihen bzw. Beschwallen oder im Tauchverfahren er-
folgt spielt keine wesentliche Rolle.

Nicht dargestellt sind in den Zeichnungen Einrichtungen zur Beimi-
schung des Zusatzes zu der Behandlungsfliissigkeit. Wird jedoch bei-
spielsweise Sorbitol beigemischt, welches in Form eines Pulvers vor-
liegt, so kann eine Beimischung ganz einfach aus einem Tank in die Be-
handlungsflissigkeit erfolgen, entweder in einen separaten Behalter
oder direkt in das Bad hinein. Dabei sollte natirlich eine Messung der
Konzentration des Sorbitols vorgenommen werden, um einen vorgege-

benen Wert einzuhailten.

Des Weiteren ist es im Rahmen der Erfindung maéglich, nicht nur einen
der genannten Zuséatze der Behandlungsflissigkeit beizumischen, son-
dern auch mehrere. Nicht dargestelit in den Zeichnungen sind Einrich-
tungen zur vorgenannten Erwarmung der Behandlungsflissigkeit, wel-
che jedoch an sich dem Fachmann bekannt und leicht zu realisieren
sind.
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Patentanspriche

Verfahren zur Behandlung von Siliziumwafern (17, 117), insbeson-
dere als Substrate fiir die Herstellung von Solarzellen, wobei die
Oberflache (18, 118, 119) der Siliziumwafer (17, 117) mit Behand-
lungsflissigkeit (115) benetzt und dabei texturiert wird, dadurch
gekennzeichnet, dass die Behandlungsflissigkeit (115) als Zusatz
mindestens eine wasserlésliche Hydroxyverbindung aus der fol-
genden Gruppe aufweist: Hydroxycarbonyle, Hydroxyaromaten,
alicyclische Hydroxyverbindungen, aliphatische Polyhydroxyver-
bindungen sowie aliphatisch-aromatische Hydroxyverbindungen.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es
sich bei den Hydroxycarbonylen um Hydroxyaldehyde oder Hyd-
roxyketone handelt.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass

die Hydroxycarbonyle zwei oder mehr Hydroxygruppen aufweisen.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass es sich bei den Hydroxyaromaten um Aro-

maten mit einem bis vier Benzolkernen handelt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass es sich bei den Hydroxyaromaten um Phe-
nole handelt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Hydroxyaromaten zwei oder mehr OH-
Gruppen aufweisen.
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10.

11.

12.

13.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Hydroxyaromaten neben der mindes-
tens einen OH-Gruppe einen oder mehrere von OH verschiedene
Substituenten aufweisen.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass es sich bei den alicyclischen Hydroxyver-
bindungen um Polyhydroxyverbindungen handelt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass es sich bei den aliphatischen Polyhydroxy-
verbindungen um Verbindungen mit 2 bis 6 Hydroxy-Gruppen
handeilt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass es sich bei den aliphatischen Polyhydroxy-
verbindungen um reduzierte Polyhydroxycarbonyle, insbesondere
um reduzierte Mono-, Oligosaccharide oder Polysaccharide, han-
delt bzw. um Sorbitol handelt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Anteil des Zusatzes in der Behand-
lungsflissigkeit (115) zwischen 1% und 15% betragt, vorzugswei-
se zwischen 5% und 10%.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Behandlungsflissigkeit (115) bei der
Durchfiihrung des Verfahrens eine Temperatur zwischen 60°C
und 95°C aufweist, vorzugsweise etwa 80°C.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dauer der Behandlung mit der Behand-
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14.

15.

16.

17.

lungsflussigkeit (115) zwischen 3 Minuten und 15 Minuten liegt,
vorzugsweise zwischen 5 Minuten und 10 Minuten liegt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Siliziumwafer (17, 117) zumindest auf
einer Seite (18, 118, 19, 119) volistandig mit der Behandlungsflis-
sigkeit (115) benetzt werden, insbesondere bespriht oder ge-
taucht werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass ein intensiver Austausch von Behandlungs-
flussigkeit (115) an der Oberflache (18, 118, 19, 119) des Silizium-
wafers (17, 117) vorgenommen wird, insbesondere durch geziel-
tes bzw. erzwungenes Anstromen, vorzugsweise turbulentes An-

strémen.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Siliziumwafer (17, 117) dabei horizontal
liegend behandelt werden, vorzugsweise in einem Durchlaufver-
fahren.

Behandlungsfliussigkeit (115) zur Behandlung von Siliziumwafern
(17, 117), insbesondere als Siliziumwafer fur die Herstellung von
Solarzellen, zum Benetzen und Texturieren der Oberflache (18,
118, 19, 119) der Siliziumwafer (17, 117) mit der Behandlungs-
flussigkeit, dadurch gekennzeichnet, dass die Behandlungsflissig-
keit (115) als Zusatz mindestens eine wasserltsliche Hydroxyver-
bindung aus der folgenden Gruppe aufweist: Hydroxycarbonyle,
Hydroxyaromaten, alicyclische Hydroxyverbindungen, aliphatische
Polyhydroxyverbindungen sowie aliphatisch-aromatische Hydro-
xyverbindungen.
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18. Behandlungsflissigkeit nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich-
net, dass der Anteil des Zusatzes in der Behandlungsfliissigkeit
(115) zwischen 1% und 15% betragt, vorzugsweise zwischen 5%
und 10%.

19.  Siliziumwafer (17, 117), insbesondere fir die Herstellung von So-
larzellen, dadurch gekennzeichnet, dass er mit einem Verfahren
nach einem der Anspriiche 1 bis 16 oder mit einer Behandlungs-
flussigkeit (115) nach einem der Anspriiche 17 oder 18 behandelt

worden ist.
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